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[はじめに]  我々は本会前報において高濃度にリンをドープした CZ-Si 結晶においては、as grown 

状態で高密度の SiP が存在し、それらがエピ欠陥の原因になることを報告した。本報告では、結晶

成長プロセスにおいて SiP が形成されるメカニズムを検討したので報告する。 

[計算モデル] 前大会に

おいて報告したリンと点

欠陥との反応モデル [1] 

を用いて、結晶成長にお

ける冷却中の格子間リン 

Pi の過飽和度の変化を

求めた。Pi の過飽和度を

基にする Pi の凝集 (SiP 

の発生) を核発生・成長

モデル [2] により計算し、冷却後の SiP のサイズ分布を求めた。 

[計算結果] Fig.1 に実験に用いた結晶の冷却カーブの例を示す。Fig.2 に冷却後に生ずる対応す

る SiP の粒径分布を示す。冷却条件により、粒

径分布が変化することが分かる。Fig.3 に TEM 

により求めた SiP の密度と計算により求めた 

SiP 密度とを比較した。両者は良く一致すること

が分かる。 

 [結論] 高濃度リンドープ結晶の as grown SiP 

の密度は、格子間リン Pi の過飽和度を基にした 

SiP の核発生・成長モデルによる計算結果と良く

一致する。 
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Fig.3 Comparison between the SiP densities 
of experiments and calculation

SiP densities by TEM (cm-3)
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Fig.1 Cooling curve of each crystal Fig.2 Size distributions of SiP
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